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大面積かつフレキシブルな有機半導体デバイスの量産化プロセスとして印刷プロセスが最も有

望視されている。ただ、通常の印刷プロセスでは、有機半導体材料のインク化に有機溶媒が必要

であり、その溶媒の使用・排出は法により強く規制される。これまで我々は、有機半導体のイン

ク化を経由しない溶媒フリーの印刷技術として、有機半導体を加熱および加圧により溶融・薄膜

化する熱プレス法を検討してきた[1]。熱プレス法ではインク化に伴って発生する有機半導体材料

のロスが生じないため、材料コストの低減にも効果が見込まれる。 

本研究では、電極を形成した 2 枚のポリイミドフィルムの間に有機半導体材料として C8-BTBT 

(dioctylbenzothienobenzothiophene，融点 126.5°C) の固体粉末を配置し、オフィス用のラミネータ

ーを用いた加熱、加圧によりシート状に成形することによって、電界効果トランジスタ (FET) を

作製した。電極は金とし、ゲート絶縁膜およびソース・ドレイン電極と基板の間のバッファ層に

はパリレンを用いた。作製した C8-BTBT薄膜の偏光顕微鏡像を図 1に示す。C8-BTBT結晶粒の長

軸長は 200μm以上に及ぶものが多数みられた。図 2 に FET の伝達特性の一例を示す。FET は曲

げに対して安定な特性を示した。 
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Fig.1 C8-BTBT 薄膜の直交ニコル偏光顕微鏡写真    Fig.2 C8-BTBT FET の伝達特性 
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